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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電極を有する半導体基板と、
　前記半導体基板の前記電極が形成された面に形成された、１つの直線に沿って延びる形
状をなす樹脂突起と、
　前記電極と電気的に接続されてなり、前記樹脂突起上に至るように形成された配線と、
　を含み、
　前記樹脂突起は、前記直線に沿って、前記樹脂突起の中央から離れるほど高さが低くな
る傾斜領域を有し、
　前記配線は、前記傾斜領域上を通るように形成されてなる半導体装置。
【請求項２】
　請求項１記載の半導体装置において、
　前記傾斜領域は、前記樹脂突起の中央から離れるほど幅が狭くなるように形成されてな
る半導体装置。
【請求項３】
　請求項１又は請求項２記載の半導体装置において、
　前記半導体基板は半導体チップであり、
　前記樹脂突起は、前記半導体基板の前記電極が形成された面の１つの辺に沿って延びる
形状をなす半導体装置。
【請求項４】
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　請求項１から請求項３のいずれかに記載の半導体装置において、
　複数の前記配線が、１つの前記樹脂突起上に形成されてなる半導体装置。
【請求項５】
　電極を有する半導体基板を用意する工程と、
　前記半導体基板の前記電極が形成された面に、１つの直線に沿って延びる形状をなす樹
脂突起を形成する工程と、
　前記電極と電気的に接続された配線を、前記樹脂突起上に至るように形成する工程と、
　を含み、
　前記樹脂突起を、前記直線に沿って、前記樹脂突起の中央から離れるほど高さが低くな
る傾斜領域を有するように形成し、
　前記配線を、前記傾斜領域上を通るように形成する半導体装置の製造方法。
【請求項６】
　請求項５記載の半導体装置の製造方法において、
　前記樹脂突起を、前記傾斜領域が、前記樹脂突起の中央から離れるほど幅が狭くなるよ
うに形成する半導体装置の製造方法。
【請求項７】
　請求項６記載の半導体装置の製造方法において、
　前記樹脂突起を形成する工程は、
　前記半導体基板上に、樹脂材料を、１つの直線に沿って延びるように、かつ、前記直線
に沿って、中央から離れるほど幅が狭くなるように設ける工程と、
　前記樹脂材料を硬化させる工程と、
　を含む半導体装置の製造方法。
【請求項８】
　請求項７記載の半導体装置の製造方法において、
　前記樹脂材料を、一定の厚みをなすように設け、
　前記樹脂材料を硬化収縮させて、前記樹脂突起を形成する半導体装置の製造方法。
【請求項９】
　請求項５から請求項８のいずれかに記載の半導体装置の製造方法において、
　複数の前記配線を、１つの前記樹脂突起上に形成する半導体装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体装置及びその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　配線基板に半導体装置が実装されたタイプの電子モジュールが知られている。信頼性の
高い電子モジュールを製造するためには、配線基板の配線パターンと半導体装置の配線と
を電気的に接続させることが重要である。
【０００３】
　本発明の目的は、実装性の高い半導体装置その製造方法を提供することにある。
【特許文献１】特開平２－２７２７３７号公報
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【０００４】
（１）本発明に係る半導体装置は、電極を有する半導体基板と、
　前記半導体基板の前記電極が形成された面に形成された、１つの直線に沿って延びる形
状をなす樹脂突起と、
　前記電極と電気的に接続されてなり、前記樹脂突起上に形成された配線と、
　を含み、
　前記樹脂突起は、前記直線に沿って、前記樹脂突起の中央から離れるほど高さが低くな
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る傾斜領域を有し、
　前記配線は、前記傾斜領域上を通るように形成されてなる。本発明によると、実装性の
高い半導体装置を提供することができる。
（２）この半導体装置において、
　前記傾斜領域は、前記樹脂突起の中央から離れるほど幅が狭くなるように形成されてい
てもよい。
（３）この半導体装置において、
　前記半導体基板は半導体チップであり、
　前記樹脂突起は、前記半導体基板の前記電極が形成された面の１つの辺に沿って延びる
形状をなしていてもよい。
（４）この半導体装置において、
　複数の前記配線が、１つの前記樹脂突起上に形成されていてもよい。
（５）本発明に係る半導体装置の製造方法は、電極を有する半導体基板を用意する工程と
、
　前記半導体基板の前記電極が形成された面に、１つの直線に沿って延びる形状をなす樹
脂突起を形成する工程と、
　前記電極と電気的に接続された配線を、前記樹脂突起上に形成する工程と、
　を含み、
　前記樹脂突起を、前記直線に沿って、前記樹脂突起の中央から離れるほど高さが低くな
る傾斜領域を有するように形成し、
　前記配線を、前記傾斜領域上を通るように形成する。本発明によると、実装性に優れた
半導体装置を製造することができる。
（６）この半導体装置の製造方法において、
　前記樹脂突起を、前記傾斜領域が、前記樹脂突起の中央から離れるほど幅が狭くなるよ
うに形成してもよい。
（７）この半導体装置の製造方法において、
　前記樹脂突起を形成する工程は、
　前記半導体基板上に、樹脂材料を、１つの直線に沿って延びるように、かつ、前記直線
に沿って、中央から離れるほど幅が狭くなるように設ける工程と、
　前記樹脂材料を硬化させる工程と、
　を含んでもよい。
（８）この半導体装置の製造方法において、
　前記樹脂材料を、一定の厚みをなすように設け、
　前記樹脂材料を硬化収縮させて、前記樹脂突起を形成してもよい。
（９）この半導体装置の製造方法において、
　複数の前記配線を、１つの前記樹脂突起上に形成してもよい。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００５】
　以下、本発明を適用した実施の形態について図面を参照して説明する。ただし、本発明
は以下の実施の形態に限定されるものではない。
【０００６】
　以下、図１（Ａ）～図１（Ｃ）を参照して、本発明を適用した実施の形態に係る半導体
装置１００について説明する。ここで、図１（Ａ）は、本発明を適用した実施の形態に係
る半導体装置１００の上視図である。また、図１（Ｂ）は、図１（Ａ）のIB－IB線断面図
であり、図１（Ｃ）は、図１（Ａ）のIC－IC線断面図である。
【０００７】
　本実施の形態に係る半導体装置は、図１（Ａ）～図１（Ｃ）に示すように、半導体基板
１０を含む。半導体基板１０は、例えばシリコン基板であってもよい。半導体基板１０は
、チップ状をなしていてもよい（図３参照）。すなわち、半導体基板１０は半導体チップ
であってもよい。あるいは、半導体基板１０は、ウエハ状をなしていてもよい（図４参照
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）。半導体基板１０には、集積回路１２が形成されていてもよい（図１（Ｃ）参照）。集
積回路１２の構成は特に限定されないが、例えば、トランジスタ等の能動素子や、抵抗、
コイル、コンデンサ等の受動素子を含んでいてもよい。半導体基板１０がチップ状をなす
場合、半導体基板１０の集積回路１２が形成された面（能動面）は長方形をなしていても
よい。ただし、半導体基板１０の能動面は、正方形をなしていてもよい。
【０００８】
　半導体基板１０は、図１（Ａ）及び図１（Ｃ）に示すように、電極１４を有する。電極
１４は、半導体基板１０の内部と電気的に接続されていてもよい。電極１４は、集積回路
１２と電気的に接続されていてもよい。あるいは、集積回路１２に電気的に接続されてい
ない導電体を含めて、電極１４と称してもよい。電極１４は、半導体基板の内部配線の一
部であってもよい。このとき、電極１４は、半導体基板の内部配線のうち、外部との電気
的な接続に利用される部分であってもよい。電極１４は、アルミニウム又は銅等の金属で
形成されていてもよい。電極１４は、半導体基板１０の能動面の１つの辺に沿って配列さ
れていてもよい。
【０００９】
　半導体基板１０は、図１（Ｂ）及び図１（Ｃ）に示すように、パッシベーション膜１６
を有していてもよい。パッシベーション膜１６は、電極１４を露出させるように形成され
ていてもよい。パッシベーション膜１６は、電極１４を露出させる開口を有していてもよ
い。パッシベーション膜は、例えば、ＳｉＯ２やＳｉＮ等の無機絶縁膜であってもよい。
あるいは、パッシベーション膜１６は、ポリイミド樹脂などの有機絶縁膜であってもよい
。
【００１０】
　本実施の形態に係る半導体装置は、図１（Ａ）～図１（Ｃ）に示すように、半導体基板
１０上に形成された樹脂突起２０を含む。樹脂突起２０は、半導体基板１０の電極１４が
形成された面に形成されてなる。樹脂突起２０は、パッシベーション膜１６上に形成され
ていてもよい。樹脂突起２０の材料は特に限定されず、既に公知となっているいずれかの
材料を適用してもよい。例えば、樹脂突起２０は、ポリイミド樹脂、シリコーン変性ポリ
イミド樹脂、エポキシ樹脂、シリコーン変性エポキシ樹脂、ベンゾシクロブテン（ＢＣＢ
；benzocyclobutene）、ポリベンゾオキサゾール（ＰＢＯ；polybenzoxazole）、フェノ
ール樹脂等の樹脂で形成されていてもよい。
【００１１】
　樹脂突起２０は、図１（Ａ）に示すように、１つの直線２１に沿って延びる形状をなす
。ここで、直線２１とは、半導体基板１０上を通る仮想の直線であってもよい。半導体基
板１０が半導体チップである場合、樹脂突起２０は、半導体基板１０の１つの辺に沿って
延びる形状をなしていてもよい。また、半導体基板１０の能動面が長方形をなす場合、樹
脂突起２０は、その長辺に沿って延びる形状をなしていてもよい。あるいは、樹脂突起２
０は、一方向に拡がった形状をなすと言ってもよい。樹脂突起２０は、表面が曲面になっ
ていてもよい。樹脂突起２０の断面形状は、図１（Ｃ）に示すように、半円状をなしてい
てもよい。
【００１２】
　樹脂突起２０は、図１（Ａ）及び図１（Ｂ）に示すように、直線２１に沿って、樹脂突
起２０の中央から離れるほど高さが低くなる傾斜領域２４を有する。すなわち、樹脂突起
２０は、その中央部から離れるほど高さが低くなる形状をなしていてもよい。あるいは、
樹脂突起２０は、１つの直線２１に沿って（連続的に）高さが変化する構造をなし、かつ
、樹脂突起２０の中央から離れるほど高さが低くなる形状をなすと言ってもよい。１つの
樹脂突起２０は、２つの傾斜領域２４を含んでいてもよい。なお、「樹脂突起２０の高さ
」とは、半導体基板１０の電極パッド１４が形成された面を基準とした樹脂突起２０の高
さを指していてもよい。
【００１３】
　傾斜領域２４は、図１（Ａ）に示すように、樹脂突起２０の中央から離れるほど幅が狭
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くなるように形成されていてもよい。すなわち、樹脂突起２０は、その中央部から離れる
ほど幅が狭くなる形状をなしていてもよい。あるいは、樹脂突起２０は、１つの直線２１
に沿って（連続的に）幅が変化する構造をなし、かつ、樹脂突起２０の中央から離れるほ
ど幅が狭くなる形状をなすと言ってもよい。なお、ここで言う「樹脂突起２０の幅」とは
、樹脂突起２０の基端部の幅を指していてもよい。言い換えると、「樹脂突起２０の幅」
とは、樹脂突起２０の半導体基板１０と対向する面（底面）の幅であってもよい。ただし
、傾斜領域２４は、幅が一定になるように形成されていてもよい（図示せず）。
【００１４】
　本実施の形態に係る半導体装置は、図１（Ａ）～図１（Ｃ）に示すように、配線３０を
含む。配線３０は、電極１４と電気的に接続されてなる。配線３０は、樹脂突起２０上に
（至るように）形成されてなる。また、配線３０は、傾斜領域２４上を通るように形成さ
れていてもよい。このとき、配線３０の傾斜領域２４とオーバーラップする部分は、直線
２１と交差するように延びていてもよい（図１（Ａ）参照）。配線３０は、樹脂突起２０
の上端を通るように形成されていてもよい。図１（Ａ）及び図１（Ｂ）に示すように、複
数の配線３０が、１つの樹脂突起２０上に至るように形成されていてもよい。ただし、１
つの樹脂突起２０には、１つの配線３０のみが形成されていてもよい（図示せず）。配線
３０の構造及び材料は、特に限定されるものではない。例えば、配線３０は、単層で形成
されていてもよい。あるいは、配線３０は、複数層で形成されていてもよい。このとき、
配線３０は、チタンタングステンまたはチタンによって形成された第１の層と、金によっ
て形成された第２の層とを含んでいてもよい（図示せず）。
【００１５】
　本実施の形態に係る半導体装置は、以上の構成をなしていてもよい。この半導体装置１
００によると、実装性に優れた半導体装置を提供することができる。すなわち、半導体装
置１００によると、信頼性の高い電子モジュール１０００（図３参照）を、効率よく製造
することが可能になる。以下、その効果について説明する。
【００１６】
　半導体装置１００を配線基板に実装する方法は特に限定されないが、図２（Ａ）～図２
（Ｃ）を参照して、その一例について説明する。はじめに、配線基板４０について説明す
る。配線基板４０は、ベース基板４２と配線パターン４４とを含んでいてもよい。ベース
基板４２の材料は特に限定されず、有機系又は無機系のいずれの材料であってもよく、こ
れらの複合構造からなるものであってもよい。ベース基板４２として、無機系の材料から
形成された基板を利用してもよい。このとき、ベース基板４２は、セラミックス基板やガ
ラス基板であってもよい。ベース基板４２がガラス基板である場合、配線基板４０は、電
気光学パネル（液晶パネル・エレクトロルミネッセンスパネル等）の一部であってもよい
。配線パターン４４は、ＩＴＯ（Indium Tin Oxide）、Ｃｒ、Ａｌなどの金属膜、金属化
合物膜、又は、それらの複合膜によって形成されていてもよい。このとき、配線パターン
４４は、液晶を駆動する電極（走査電極、信号電極、対向電極等）に電気的に接続されて
いてもよい。あるいは、ベース基板４２は、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）から
なる基板又はフィルムであってもよい。あるいは、ベース基板４２としてポリイミド樹脂
からなるフレキシブル基板を使用してもよい。フレキシブル基板としてFPC(Flexible Pri
nted Circuit)や、TAB(Tape Automated Bonding)技術で使用されるテープを使用してもよ
い。このとき、配線パターン４４は、例えば、銅（Ｃｕ）、クロム（Ｃｒ）、チタン（Ｔ
ｉ）、ニッケル（Ｎｉ）、チタンタングステン（Ｔｉ－Ｗ）のうちのいずれかを積層して
形成されていてもよい。そして、配線パターン４４は、電気的接続部４５を含む。電気的
接続部４５は、配線パターン４４のうち、他の部材との電気的な接続に利用される部分で
ある。また、配線パターン４４は、その一部がベース基板４２の内側を通るように形成さ
れていてもよい。
【００１７】
　以下、配線基板４０に半導体装置１００を搭載する工程について説明する。はじめに、
図２（Ａ）に示すように、半導体装置１００を配線基板４０上に配置して、半導体装置１
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００の配線３０（樹脂突起２０）と配線基板４０の配線パターン４４（電気的接続部４５
）とが対向するように位置合わせをする。このとき、半導体装置１００と配線基板４０と
の間に接着剤５０を設けておいてもよい。接着剤５０は、例えば、フィルム状の接着剤を
利用してもよい。あるいは、接着剤５０として、ペースト状の接着剤を利用してもよい。
接着剤５０は、絶縁性の接着剤であってもよい。接着剤５０は、樹脂系接着剤であっても
よい。その後、図２（Ｂ）に示すように、半導体装置１００と配線基板４０とを押圧して
、配線３０と配線パターン４４（電気的接続部４５）とを接触させる。本工程で、樹脂突
起２０（配線３０）によって、接着剤５０を流動させてもよい（図２（Ｂ）参照）。また
、本工程は、加熱環境下で行ってもよい。これにより、接着剤５０の流動性を高めること
ができる。なお、本工程では、半導体基板１０と配線基板４０とによって樹脂突起２０を
押しつぶして、樹脂突起２０を弾性変形させてもよい（図２（Ｃ）参照）。これにより、
樹脂突起２０の弾性力によって、配線３０と電気的接続部４５（配線パターン４４）とを
押し付けることができるため、電気的な接続信頼性の高い電子モジュールを製造すること
ができる。そして、半導体装置１００を配線基板４０に搭載する工程の後に、接着剤５０
を硬化させて、図２（Ｃ）に示すように、接着層５２を形成してもよい。接着層５２によ
って、半導体基板１０と配線基板４０との間隔を維持してもよい。すなわち、接着層５２
によって、樹脂突起２０が弾性変形した状態を維持してもよい。例えば、樹脂突起２０を
押しつぶした状態（樹脂突起２０が弾性変形した状態）で接着剤５０を硬化させることで
、樹脂突起２０が弾性変形した状態を維持することができる。
【００１８】
　以上の工程によって、半導体装置１００を、配線基板４０に実装してもよい。さらに、
検査工程などを経て、図３に示す電子モジュール１０００を製造してもよい。
【００１９】
　先に説明したように、半導体装置１００を配線基板４０に実装する工程で、予め、半導
体装置１００と配線基板４０との間に接着剤５０を設けておく場合には、樹脂突起２０に
よって接着剤５０を流動させることになる。このとき、半導体装置１００の配線３０と配
線パターン４４（電気的接続部４５）とを電気的に接続させるためには、配線３０と電気
的接続部４５との間に、接着剤５０が残らないように半導体装置１００の実装工程を行う
ことが重要である。言い換えると、配線基板４０に半導体装置１００を実装する工程で、
配線３０と電気的接続部４５との間から、接着剤５０を効率よく排出させることができれ
ば、信頼性の高い電子モジュールを効率よく製造することが可能である。
【００２０】
　しかし、接着剤５０の流動抵抗が高い場合には、接着剤５０によって、樹脂突起２０に
大きな力が加えられる恐れがある。特に、接着剤５０が相互に流れを阻害する方向に流動
すると、これを押しのけようとする樹脂突起２０に大きな力が加えられることになり、樹
脂突起２０の変形の可能性が高くなる。樹脂突起２０が変形すると、配線３０と配線パタ
ーン４４（電気的接続部４５）との間に接着剤５０が残り、電子モジュールの信頼性に影
響を与えることが懸念される。
【００２１】
　ところで、先に説明したように、半導体装置１００の樹脂突起２０は、傾斜領域２４を
有する。すなわち、樹脂突起２０は、その中央部から離れるほど高さが低くなる部分を有
する。そのため、半導体装置１００を利用すると、接着剤５０を、樹脂突起２０の中央部
から離れる方向（のみ）に流動させることができる。そのため、樹脂突起２０によると、
接着剤５０の流れが滞らないように（相互に流れを阻害しないように）、接着剤５０を流
動させることができる。このことから、樹脂突起２０によると、傾斜領域２４（配線３０
）と配線基板４０（電気的接続部４５）との間から、効率よく確実に、接着剤５０を排出
させることができる。そして、配線３０は、傾斜領域２４上を通るように形成されている
ことから、配線３０と電気的接続部４５とを、確実に電気的に接続させることができる。
すなわち、半導体装置１００によると、信頼性の高い電子モジュールを効率よく製造する
ことができる。
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【００２２】
　なお、傾斜領域２４が、樹脂突起の中央部から離れるほど幅が狭くなるように形成され
ている場合には、さらに効率よく接着剤５０を排出させることができる。そのため、さら
に実装性に優れた半導体装置を提供することができる。
【００２３】
　また、先に説明したように、樹脂突起２０は、その中央部から離れるほど高さが低くな
るように形成されてなる。言い換えると、樹脂突起２０は、中央部ほど高さが高くなるよ
うに形成されてなる。そのため、半導体装置１００を平坦な配線基板に実装する場合には
、樹脂突起２０は、中央部に近い領域ほど大きな力が加えられ、大きく変形する。すなわ
ち、樹脂突起２０は、中央部に近い領域ほど破壊されやすい形状をなしているといえる。
しかし、傾斜領域２４が、樹脂突起２０の中央部に近い領域ほど幅が広くなるように形成
されている場合には、その中央部の破壊強さを高めることができる。そのため、信頼性の
高い電子モジュールを提供することが可能になる。
【００２４】
　以下、半導体装置１００を製造する方法について説明する。図４～図５（Ｂ）は、半導
体装置１００を製造する方法について説明するための図である。
【００２５】
　本実施の形態に係る半導体装置の製造方法は、半導体基板１０を用意することを含んで
いてもよい。半導体基板１０は、図４に示すように、ウエハ状をなしていてもよい。ウエ
ハ状の半導体基板１０は、複数の半導体装置となる領域１１を含んでいてもよい。すなわ
ち、半導体基板１０は、複数の半導体チップが一体となった構造をなしていてもよい。た
だし、半導体基板としてチップ状の半導体基板を利用してもよい。
【００２６】
　本実施の形態に係る半導体装置の製造方法は、半導体基板１０に、樹脂突起２０を形成
することを含む（図１（Ａ）～図１（Ｃ）参照）。樹脂突起２０は、半導体基板１０の電
極１４が形成された面に形成する。樹脂突起２０は、１つの直線２１に沿って延びる形状
をなすように形成する。樹脂突起２０は、直線２１に沿って、樹脂突起２０の中央から離
れるほど高さが低くなる傾斜領域２４を有するように形成する。また、樹脂突起２０を、
傾斜領域２４が、樹脂突起２０の中央から離れるほど幅が狭くなるように形成してもよい
。
【００２７】
　樹脂突起２０を形成する方法は特に限定されない。例えば、樹脂突起２０は、半導体基
板１０に樹脂材料２２を設け、これを硬化させることによって形成してもよい。このとき
、樹脂材料２２を、図５（Ａ）に示すように、１つの直線に沿って延びるように、かつ、
直線に沿って中央から離れるほど幅が狭くなるように設けてもよい。すなわち、平面形状
が、１つの直線に沿って延び、かつ、直線に沿って中央から離れるほど幅が狭くなるよう
に、樹脂材料２２を設けてもよい。なお、ここで言う「樹脂材料２２の幅」とは、樹脂材
料２２の基端部の幅を指していてもよい。言い換えると、「樹脂材料２２の幅」とは、樹
脂材料２２の半導体基板１０と対向する面（底面）の幅であってもよい。樹脂材料２２は
、図５（Ｂ）に示すように、一定の厚みをなすように設けてもよい。なお、図５（Ｂ）は
、図５（Ａ）のＶB－ＶB線断面図である。樹脂材料２２を一定の厚みに設けた場合でも、
これを硬化収縮させることで、樹脂突起２０を、傾斜領域２４を有するように形成するこ
とができる（図１（Ｂ）参照）。この方法よると、樹脂突起２０を、容易かつ効率よく製
造することができる。ただし、樹脂突起２０を形成する工程はこれに限られない。例えば
、樹脂突起２０を、型成型によって形成してもよい。
【００２８】
　本実施の形態に係る半導体装置の製造方法は、配線３０を形成することを含む。配線３
０は、電極１４と電気的に接続されるように形成する。配線３０は、樹脂突起２０上に至
るように形成する。配線３０は、傾斜領域２４上を通るように形成する。１つの樹脂突起
２０上を複数の配線３０が通るように、本工程を行ってもよい。配線３０を形成する方法
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は特に限定されず、既に公知となっているいずれかの方法を適用してもよい。
【００２９】
　以上の工程によって、あるいは、検査工程や切り出し工程をさらに経て、半導体装置１
００を形成してもよい（図１（Ａ）～図１（Ｃ）参照）。これにより、実装性に優れた半
導体装置を製造することができる。
【００３０】
　以下、図面を参照して、本発明を適用した実施の形態の変形例に係る半導体装置につい
て説明する。図６（Ａ）及び図６（Ｂ）は、本変形例に係る半導体装置について説明する
ための図である。
【００３１】
　図６（Ａ）及び図６（Ｂ）に示す半導体装置は、樹脂突起６０を含む。樹脂突起６０は
、図６（Ａ）に示すように、１つの直線６１に沿って延びる形状をなす。樹脂突起６０は
、中央領域６２を含む。中央領域６２は、直線６１に沿って高さが変化しない形状をなし
ていてもよい。すなわち、中央領域６２は、上端面が、直線６１に沿って平坦になってい
てもよい。また、樹脂突起６０は、傾斜領域６４を含む。傾斜領域６４は、中央領域６２
の両側に配置されてなる。詳しくは、傾斜領域６４は、直線６１に沿って、中央領域６２
の両側に配置されてなる。傾斜領域６４は、直線６１に沿って、中央領域６２から離れる
ほど高さが低くなる領域である。なお、樹脂突起６０は、直線６１に沿って幅が変化しな
い形状をなしていてもよい。すなわち、傾斜領域６４は、一定の幅をなしていてもよい。
そして、中央領域６２と傾斜領域６４とは、同じ幅をなしていてもよい。ただし、樹脂突
起６０は、直線６１に沿って、樹脂突起６０の中央から離れるほど幅が狭くなる形状をな
していてもよい（図１（Ａ）参照）。あるいは、樹脂突起６０は、中央領域６２が一定の
幅をなし、傾斜領域６４が、直線６１に沿って、樹脂突起６０の中央から離れるほど幅が
狭くなる形状をなしていてもよい（図示せず）。
【００３２】
　そして、図６（Ａ）及び図６（Ｂ）に示すように、配線３０は、樹脂突起６０上を通る
ように形成されてなる。配線３０は、中央領域６２上を通るように形成されていてもよい
。また、配線３０は、傾斜領域６４上を通るように形成されていてもよい。配線３０は、
樹脂突起６０上で、直線６１と交差する方向に延びるように形成されていてもよい。ただ
し、配線３０は、中央領域６２上を避けて、傾斜領域６４上のみに形成されていてもよい
（図示せず）。
【００３３】
　この半導体装置によっても、樹脂突起と配線基板との間から、効率よく確実に樹脂材料
を排出させることができる。そのため、信頼性の高い電子モジュールを、効率よく製造す
ることが可能な半導体装置を提供することができる。
【００３４】
　なお、本発明は、上述した実施の形態に限定されるものではなく、種々の変形が可能で
ある。例えば、本発明は、実施の形態で説明した構成と実質的に同一の構成（例えば、機
能、方法及び結果が同一の構成、あるいは目的及び効果が同一の構成）を含む。また、本
発明は、実施の形態で説明した構成の本質的でない部分を置き換えた構成を含む。また、
本発明は、実施の形態で説明した構成と同一の作用効果を奏する構成又は同一の目的を達
成することができる構成を含む。また、本発明は、実施の形態で説明した構成に公知技術
を付加した構成を含む。
【図面の簡単な説明】
【００３５】
【図１】図１（Ａ）～図１（Ｃ）は、本発明を適用した実施の形態に係る半導体装置につ
いて説明するための図である。
【図２】図２（Ａ）～図２（Ｃ）は、本発明を適用した実施の形態に係る半導体装置につ
いて説明するための図である。
【図３】図３は、本発明を適用した実施の形態に係る半導体装置が実装された電子モジュ
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ールを示す図である。
【図４】図４は、本発明を適用した実施の形態に係る半導体装置の製造方法を説明するた
めの図である。
【図５】図５（Ａ）及び図５（Ｂ）は、本発明を適用した実施の形態に係る半導体装置の
製造方法を説明するための図である。
【図６】図６（Ａ）及び図６（Ｂ）は、本発明を適用した実施の形態の変形例に係る半導
体装置について説明するための図である。
【符号の説明】
【００３６】
　１０…半導体基板、　１１…領域、　１２…集積回路、　１４…電極、　１６…パッシ
ベーション膜、　２０…樹脂突起、　２１…直線、　２２…樹脂材料、　２４…傾斜領域
、　３０…配線、　４０…配線基板、　４２…ベース基板、　４４…配線パターン、　４
５…電気的接続部、　５０…接着剤、　５２…接着層、　６０…樹脂突起、　６１…直線
、　６２…中央領域、　６２…中央領域、　６４…傾斜領域、　１００…半導体装置

【図１】 【図２】
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【図４】

【図５】

【図６】
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